BST15
BST 16

SILIZIUM - PNP - TRANSISTOREN
mit hoher Sperrspannung,

N fiir Verstidrker- und Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-89
MaBangaben in mm.

!
‘: 1:5’! VX 72 0322.1
3,0—

Unterseite

Kurzdaten: BST_15 BST_16
Kollektor-Speirspannung -UCB o = max. 200 350 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 200 300 Vv
Kollektorstrom —Ic = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei OU é 25°% Ptot = max. 1 w
Sperrschichttemperatur eJ = max. 150 °¢c
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =10 V, -Ic = 50 mA B = 30...150 30...120
Transit-Frequenz >

bei —UCE =10V, —IC = 10 mA fT & 15 MHz

VALVD



BST15
BST 16

)

Absolute Grenzwerte: (gﬁltig bis &

BST 15 BST 16

J max’  ==m—==
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 200
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0: —UCE o = max. 200
Emitter-Sperrspannung bei IC = 02 _UﬁB o = max. 4
Kollektorstrom: —IC = max.
Basisstrom: —IB = maXx.
Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°C: 1) Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: QJ = max.
Lagerungstemperatur: SS = min.
%s = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ryv S
1) Transistor auf Keramik-Substrat vomn 2,5 cm2 x 0,7 mm
VZ 738335
1,0 ‘\\\
Pwt max N
(W)
\\
\\\
05 \\\
h
‘\\\z\
N
N
0
0 50 100 9, (°C) 150

2.85
546

125

o E P P < < <

[}

K/W



BST15
BST 16

Kennverte: bei 8, = 25°C BST 15  BST 16
Kollektor-Reststrom <

bei I, =0, ~Ucg = 178 Vs ~I:p 0 z 1 pA

bei IE =0, —UCB = 280 V: -ICB 0 = 1 RA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei IB =0, -UCE = 150 V: _ICE 0 : 50 A

bei IB =0, -UCE = 250 V: -ICE 0 = 50 pA
Emitter-Reststrom <

bei Ic =0, -UEB =4V _IEB 0 : 20 tA

bei IC =0, -UEB =6 V: -IEB 0 = 20 pA
Kollektor-Bmitter-Durchbruchspannung S

bei IB =0, -IC = 50 mA, L = 25 mH: -U(BB) CE 0 ° 200 300 V
Kollgktor-Emitter-Bestspannung <

bei -Ic = 50 ma, -IB = 5 mAs -UCE sat = 2,5 2,0 Vv
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =10V, -Ic = 50 mA: B = 30...150 30...120
Transit-Frequenz N

bei -UCE =10 V, -IC = 10 mA: fT & 15 MHz
Kollektorkapazitdt <

bei -UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 15 pF

6.82
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SILIZIUM - NPN - TRANSISTOREN

mit hoher Sperrspannung,

<iir Verstdrker- und Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehéuse: Kunststoff, SOT-89

MaBangaben in mm.

0,8
min

BST 39
BST 40

— 0481
0,44 253 5l
0,37 1, VX 72 0322.1
3,0—»
Unterseite
Kurzdaten: BST_30  BST 40
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 450 300 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 350 250 V
Kollektorstrom IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei $U é 25°¢ Ptot = max. 1 w
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei UbE =10 V, IC = 20 mA B = 40...160
Transit-Frequenz N
bei Uop = 10 V, I, = 10 ma . 4 15 MHz

2.85
549
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BST 39
BST 40

Absolute Grenzwerte: BST_39
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 450
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: Ugg o = max- 350
Emitter-Sperrsparnung bei IC = 0: UEB o = max.
Kollektorstrom: IC = maX.
Basisstroms I = max.
< o 1 B
Gesamtverlustleistung bei SU = 257°Cs ) Ptot = max.
Sperrschichttemperaturs aJ = max.
Lagerungstemperatur: &S = min.
$S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Byu S
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 0,7 mm x 2,5 cm2
VI B®s
1,0 \\\
PM max N
(W)
\\\{\
0s A
.
\\\
N
0
0 50 100 9, (*C) 150

2.85
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Kennwerte: bei 5J = 25C
Kollektor-Reststrom

bei IE =0, UCﬁ.= 200 Ve

bei IE =0, LCB = 300 V:
Eollektor-Emitter-Reststrom
bei —UBE =1,5V, U,, = 300 V:

CE ~
bei —UBE =‘1,5 V, U., = 450 V:

CE
Emitter-Reststrom
bei IC = 0, UEB =
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei IC = 50 my, IB = 4 mis

6 Vi

Basisspannung
bei IC =50 my, I, = 4 mi:

B
Gleichstromverstdrkung
bei UCE =10 V, IC = 20 mA:

bei UCE =10V, I

"
M
£

C

Iransit-Frequenz
bei U,, =10V, I, = 10 my, f

CE C M
Kollektorkapazitét
bei UCB = 10 V, IE =0, f =1 MAz:

BST 39
BST 40

BST 39 BSI_i10
<
Tceo % 1 owa
ICB 0 = 1 pA
<
Ig v : 500 pi
Ie v A 500 pA
< 5
IesBo = 20 ud
<
Uek sat = 0,5 v
<
UBE sat 1,3 v
B = 10...160
B 2 30
> -
£ pA 15 MHz
<
Cc = 10 pF
2.85



BST 50
BST 51
BST 52

SILIZIUM - NPN - PLANAR -
DARLINGTON - TRANSISTOREN

fiir Schalteranwendungen

o

B
Mechanische Daten: )
Gehduse: Kunststoff, SOT-89 E
MaBangaben in mm. VF 740097.1
ol
|
!
I
|
i alf i
0,37 1.5’I VX 72 0322.1
3,0—»
Unterseite
Kurzdaten: BST 50 BST 51 BST 52
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UbE p = Dbax. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei eué 25°¢ P, . = max. 1 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
éleichstromverstﬁrkung >
bei UCE =10V, IC = 0,15 A B 4 1000
. 2
bei Upp = 10 V, I, = 0,5 A B £ 2000
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 0,5 4, IB = 0,5 mA UCE sat = 1,3 A

2.85
553



BST 50
BST 51
BST 52

Absolute Grenzwerte: (giilltig bis 8J max) BST 50 BST 51 BST 52
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 80 90 V
Bollektor-Emitter-Sperrspannung: 1) UCE g = max- 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. ‘5 i 5‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC v = max. 0,3 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 1,3 A
Basisstrom: IB = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei 81;§25°C: 2) Ptot = max. 1 w
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 :
Lagerungstemperaturs &S = min. -65

8y = max. 150 °c
Wirmewiderstand: -
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Ry < 125 E/W
zwischen Sperrschicht
und KollektoranschluB: Rpe= 10 K/W
1y cpl. Rpp mag 10X thermische Stabilitit

2 2 o
') Transistor auf Keramik-Substrat von 0,7 mm und 2,5 cm”~ Flidche

Ptot max N\
(W)
0,75 "

05

0,25 P

0 50 100 9y (*C) 150

2.85
554



Kennwerte: bei SJ =

Kollektor-Emittexr-Reststrom

bed Upp = 05 Upp = Uop B max’
Emitter-Reststrom
bei IC =0, UEB =4 V:

Kollektor-Emitter—Restspannung

bei IC = 0,5 A, IB = 0,5 mA:
. o
bei IC = 0,5 4, IB = 0,5 mA, sJ = 150 C:
Basisspannung
bei IC = 0,5 4, IB = 0,5 mA:
Gleichstromverstérkung
bei UCE =10V, IC = 0,15 A:
bei UcE =10 vV, IC = 0,5 A:
" Schaltzeiten
bei ICx = 0,5 A, IBX = —IBY = 0,5 mA:
Meflschaltung fiir Schaltzeiten:
—L o100V
18Q
p——-O
VF 7103091

BST 50
BST 51
BST 52

2500, sofern nicht anders angegeben

<
ICE S = 10 pA
<
IEB o = 10 KA
<
UbE sat 2 1,3 v
UCE sat = L3 v
<
UBE sat = L9 v
2 1000
B ; 2000
ein = ’ S
taus = ’ Hs
TT T T 90%
Eingang
10%
Ausgang
90%
_.‘ t
VF 740099 avs
2.85
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BST 50
BST 51
BST 52

10000 22 —
9):25°C 4
B \0“/ P ~
S //

\f
() | 1 ™
‘(‘éﬂ' ,"9‘ / :
1000 > > «
e A

) -
Jé‘“) i
- / <
/o“
/]
’000.01 [0A] Ic (A) 1
100 -YE 107 vz7
Ree
s \ Maximalwert von Rge | |
Q) fiir thermische Stabilitéit
Ueg= 5V
fo =35MHz
= \
| A
V/
// N \\
10 108 \C
AN
N\
\‘
\\
N
N
N
! 1000 10°
0 00 (ma) J 50 100 9 (C) 150

7.82
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BST 60
BST 61
BST 62

SILIZIUM - PNP - PLANAR -
DARLINGTON - TRANSISTOREN

fiir Schalteranwendungen

N C
B 4
Mechanische Daten: E
Gehduse: Kunststoff, SO0T-89 .
VF 740098.1
MaBangaben in mm.
g
|
|
!
|
™ I.IT l '
0.37 1-5’l VX 72 0322.1
3,0—»
Unterseite
Kurzdaten: BST 60 BST 61 BST 62
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor~Emitter-Sperrspannung —UCE R = max. 45 60 80’ v
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei eué 25°% Ptot = max. 1 w
Sperrschichttemperatur OJ = max. 150 %
Gleichstromverstirkung N
bei -UCE =10V, —Ic = 0,15 A B = 1000 .
bei -UCE =10 V, -Ic = 0,5 A B 2 2000
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -IC = 0,5 A, -IB = 0,5 mA -UCE sat = 1,3 v

55 \ldl\lll



BST 60
BST 61
BST 62

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 6J max) BST 60 BST 61 BST 62
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0s -UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung: ) “Ueg g = max- 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB o = max. 5 ji 4§J v
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = mex. 0,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: —Ic M = max. i, A
Basisstrom: -IB = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei euézs"c: 2) P, = max. 1 W
Sperrschichttemperatur: 8 = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: OS = min. -65 °c
8 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Royu S 125 K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektor-
anschluB: R = 10 K/W

1 o . A
) vel. Rop max 19T thermische Stabilitédt

2 "
2) Transistor auf Keramik-Substrat von 0,7 mm und 2,5 cm” Flédche

QMMM N
(W)
0,75 N

025 ‘ N

0 50 100 9, (*C) 150

2.85
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Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Emittegrkeststrom

bei Upp =70, ~Upp = <Uop B max

Emitter-Reststrom

bei Ic = 0, -UE =4V

B

Kollektor—Emitter—Restspannung
bei -IC = 0,5 A, -IB = 0,5 mAs

.
H

X 0
-bei —IC = 0,5 A, —IB = 0,5 ma, SJ = 150 C:
Basisspannung
bei -I, = 0,5 4, -I; = 0,5 mA:
Gleichstromverstirkung
bei -UCE =10V, —Ic = 0,15 A:
bei —UCE =10V, —Ic = 0,5 A:
Schaltzeiten
bei -ch = 0,5 A, -IBX = +IBY = 0,5 mA:
MeBschaltung fiir Schaltzeitens
———o-10v
18Q
¢ ——o 0
VF 7103101

BST 60
BST 61
BST 62

<
Tees = 10
<
“Igpo = to
<
“Uer sat 1
-U = 1
CE sat !
<
_UBE sat 1,9
B g 1000
B 2 2000
ein = !
aus = !
R 10%s
Eingang S
9%
Ausgang
‘1 tein |<—
VF 740100

HA

pA

us

90%

'0“5

10%a

559



BST 60
BST 61
BST 62

10000 E100%0
3,225°C i
2} ”\0\‘ 1/ g
N 15 D%
=
e;l‘ —l l:;\ = R
- <
1000 N
s <"
. ] LA s\
* * )
- 1 6@
~ ped
/]
100
001 0'1 'Ic (A) 1
100 'l 107 VZ73:@
Rge
g h -_|Maximalwert von Rge |
Q) fiir thermische Stabilitdt | |
-UCES 5V
f,, =35MHz
//' \
9 N
// N \
10 108 \]
A
N\
!
\\
AN
N
N
1 108
0 0 7 (ma) 1000 0 50 100 3 (°C) 150
7.82
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BST 70 A

SILIZIUM - N-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

N D
SB
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, SO0T-54
MaBangaben in mm.
- 4040
f\S— 1]
— b,2 max
—»{1,6 e e 5,2 -wa——— 12, Tmin ——o
S.B max
'y L L+ 049
10.8251.J g G + fmax
max 7L A= D
¥ N 0,67 ~
max
0 —=l 2.5 L— nicht kontrollierter Bereich
VF720318.6
Kurzdaten:
Dfain—Source—Spannung UDS max. 80 V
Gate-Source-Spannung UGS o = Dmax. 20 V
Drainstrom ID AV = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei &U é 25° Ptot = max. 1 W
Kanaltemperatur 3K max. 150 °¢
Durchlafiwiderstand
bei UGs =10 V, ID = 500 mA rDS ein 2,0 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upo = 15 V, I = 500 ma, £ = 1 kilz |y2ls| 300 ums

185
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BST 70 A

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:
Gate-Source-Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:

N

Gesamtverlustleistung bei oy = 25°C:

Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

h

1) Transistor mit 4 mm langen AnschluBdréhten
auf Leiterplatte mit 1 cm? Kupferfldche fiir den Drain-Anschlufl

a o

=

P P P W o
L]

w

GS 0
D AV

(-]
=

tot

w

th U

= max.

= max.
= max.
= maXx.
= max.
= max.
= min.

= max.

1’5 VX 730133
Plol max
(W)
10
0 ‘\‘
\\
<
05 IS,
\\
™.
0
0 50 100 Iy (°C)

186

150

80

20
0,5
1,0
1,0
150

150
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Kennwerte: bei aK = 25%

Drain-Source~Durchbryuchspannung
bei UGS = 0, ID = 100 pA:
Drain~-Source-Reststrom

bei UGS = 0, UDS = 60 V:

Gate-Source-Reststrom
bei UDS =0, UGS = 20 V:
Gate-Source-Spannung
fiir ID = 1 mA bei UDS = UGS:
DurchlaBwiderstand

bei UGS =10V, I 500 mA:

D

Vorwidrtssteilheit

bei UDS =15V, I 500 mA, £ = 1 kHz:

D

Eingangskapazitidt

bei Upo = 10 V, Ugg

Ausgangskapazitidt

bei UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz:

Riickwirkungskapazitdt

bei Upo = 10 V, Ugg

=0, £f =1 MHz:

0, £ = 1 MHz:

Schaltzeiten

bei Upo = 50 V, I

Ubat

(Ugs

10tJ—]- ‘b
Ausgang
0 (1p)

500

= 500 mA, Upo = 0 / 10V t

Eingang

BST 70 A

2
U(BR) DS § = 80 v
<
Ips s = 10 kA
I é 100 nA
GS S
U(P) GS = 145..43,6 V
- S
TDS ein = 2,0(24) 2
|y218| = 300 mS
C1ls = 45 pF
0228 = 30 pF
C12s 8 pF
ein é 10 ns
% S 15 ns
aus
90%
10%
0%
10%
t'ein'_ _" aus

7288775
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BST 70 A

VX 73011371
BrEamc T
DS ein
(2)
Ugs =5V
50 y,
23 0V "
0
10 100 Ip (mA) 1000



BST 72 A

SILIZIUM - N-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

D
G
SB
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, SOT-54 I
MaBangaben in mm.
- 040
Re———= }nin
e 5,2 »ta——— 12, Tmin —>
max
0,49
= ¥ max
25 L— nicht kontrollierter Bereich
VF720318.6
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDS = max. 80 V
Gate~Source~Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom ID gy = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 < 25% P,y =max. 0,83 W
Kanal temperatur 6K = max. 150 °c
DurchlaBwiderstand
bei UGs =51V, ID = 150 mA TDS ein 7 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upo =5V, I =200 mA, f=1LKkHz |y2151 = 150 mS
5.84
189



BST 72 A

Absolute Grenzwertes

Drain-Source-Spannung:
Gate-Source~Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:
<

Gesamtverlustleistung bei 3, =

Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wdarmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

25°C:

o a

GS 0
D AV

-

o ® ¢ O H
ww K¢
o+ =

-]

th U

= max.

= maX.
= maX.

maxe.
= max.
= max.
= min.

= maxXe.

1) Transistor mit 4 mm langen AnschluBdrdhten auf Leiterplatte
2 ms) max. 100 V

2) nichtperiodischer Spitzenwert (tp

<

1.5 VX 7301134
Plo! max
(W)
10
N
Ty
05 P
-
N
% 50 100  d,tec) 150

190 -

80
20
0,3
0,6
0,83
150

150

150

oOxE B P < <
(2]

©
(+]

o
[+
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Kennwertes bei 6K = 25°:

Drain-Source-Durchbruchspannung
bei UGS = 0, ID = 100 pA:

Drain-Source-Reststrom

bei Upo = 0, Upg = 60 Vi

Gate-Source-Reststrom

bei UDs = 0, UGs = 20 V:

Gate-Source-Spannung
fiir ID = 1 mA bei U

DurchlaBwiderstand
bei UGS = 5V, ID = 150 mA:

ps = Uss

Vorwdrtssteilheit
bei UDs =51V, ID = 200 mA, f = 1 kHz:
Eingangskapazitdt
bei. UDS =10V, UGS =0, f =1 MHz:
Ausgangskapazitidt
bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MAz:
Riickwirkungskapazitdt
bei UDs =10 V, UGS =0, f =1 MHz:
Schaltzeiten
bei Upc = 50 V, I, = 200 mA, Ugg = 0/10V:
Ubar Eingang
(UGS
oV PD
J—I- Ausgang
0 s0n (1)

U(nn) DS S

DS S

6S S
U(p) 6s

r .
DS ein

Iy2lsl

11s
22s

c12s

ein

aus

[ 2N

A

BST 72 A

80

1,0

100
1,5...3,5

7 (£ 10)

150

15

13

NS

[[ZaN [ PaN
I
©
=

10%

aus
7288775

pA

mS

pF

pF

pF

5.84
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BST 72 A

Ty
15 dx =25°C ]
DS ein ]
Q) 7 Ugs=5V
/
10
/
oberer 4 SV
Streuwert
7
10
5
Mittelwerte
1
0 11 -
1 10 100 Ip (mA) 1000

192



BST 74 A

SILIZIUM - N-KANAL - VERTIKAL - D-MOS -~ FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

D
G
SB
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, SOT-54
MaBangaben in mm.
. —Yo40
S ——— T
—ey 4,2 max
—»i1,6 - [ 5,2 >ta—— 12, Tmin —~|
S.B max
St Fie
8 250t - s !
) 0,67
0 max
. 25 L— nicht. kontrollierter Bereich
VF720318.6
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDS = max. 200 V
Gate~Source-Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom I ,y =max. 300 mA
Gesémfverlustleiétu.ng bei 8, s 25°¢ P, ¢ = max. b I
Kanaltemperatur SK = max. 150 °c,
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10V, ID = 400 mA TDS ein 6 Q
Vorwirtssteilheit '
bei Upo = 15 V, I = 400 mA, £ = 1 kHz |y215[ 250 mS
5.84
193



BST 74 A

Absolute Grenzwertes:

Drain-Source-Spannugg:
Gate-Source-Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei SU g 25%C:
Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

1) Transistor mit 4 mm langen AnschluSdrdhten

[==]

DS

(=]

GS 0
D AV

o
=

tot

=

P P P NN oH M
n w

=

th U

= maxe.

= maXe.
= max.
= maXx.
= max.
= maXe.
= min.

= maXe.

auf Leiterplatte mit 1 cm® Kupferfliche fiir den Drain-Anschlu8

15 VX 7301133
Ptol mox
(w)
10 ~
\\
T~
05
\\
\\‘
0
0 50 100 Iy (°C) 150

200

20
0,3
0,8
1,0
150

150

o X kb P g <«

o
Q

K/W



Kennwerte: bei 8K = 25°%

Drain-Source-Durchbruchspannung
bei UGS =0, ID = 100 pA:

Drain-Source-Reststrom
bei UGS =0, UDS = 160 V:

Gate~Source-Reststrom
bei UDS =0, UGS =20 V:

Gate-Source-Spannung

filr ID = 1 mA bei UDs = UGS:
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10V, ID = 400 mA:
Vorwdrtssteilheit
bei UDS = 15 V, ID = 400 mA, f = 1 kHz:
Eingangskapazitit
bei UDs =10 V, UGS =0, f =1 MHAz:
Ausgangskapazitidt
bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz:
Rickwirkungskapazitidt
bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz:
Schaltzeiten
bei Up =50V, I =400m4, Ups = 0/10V:
Ubat .
Eingang
(Ugg)

Ausgang
0 (1 g

500 D

U(Br) DS s
Ips v

IGS S

U(p) as
DS ein
ly21sl

Ci1s

22s

A

n~

<
S

BST 74 A

200 v
10 pA
100 nA

1,5...3,5 V

6 (212) @
250 mS
40 pF

20 pF
6 pF

10 ns

15 ns

10%

—J tauss R

7288778

5.84
195



BST 74 A

15

X

I = 25°C

DS ein

()

196

1000

ID (mA)




BST 76 A

SILIZIUM - N-KANAL ~ VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

< D
G
SB
Mechanische Daten:
Gehiduse: Kunststoff, SOT-54
MaBangaben in mm.
- 4040
N—— }nin
— 4,2 max
—1,6 ja |e 5,2 -ta——— 12, Tmin ——
S,B| max '
Fird o= 042
nan? STt BTG = E——
[ 0,67 *
LAD 067 L
— '?"33 nicht kontrollierter Bereich
VF720318.6
Kurzdaten:
Drﬁin—Source-Spanuung UDS = max. 180 V
Gate-Source-Spannung UGS o = max. 20 V
Drainstrom ID Ay = max. 300 maA
Gesamtverlustleistung bei sU s 25°¢C Ptot = max. 1 W
Kanaltemperatur eK = max. 150 °¢
DurchlaBwiderstand
bei UGs =10V, ID = 400 mA TDS ein 6 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upg = 15 V, I = 400 mA, f.= 1 kHz |y2lsl 250 mS

VAIVO



BST 76 A

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:
Gate-Source-Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei SU é 25%C:
Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

1) Transistor mit 4 mm langen AnschluBdré@hten

UDS = max.
UGs o = max.
ID Ay = max.
ID M = max.
Ptot = max.
9K = max.
BS = min.
88 = max.
Benu =

auf Leiterplatte mit 1 cm2 Kupferfléche fiir den Drain-Anschluf
2) nichtperiodischer Spitzenwert (tp £ 2 ms) max. 200V

1,5 VX 73011,

Plo( mox
(W)
10 <
\‘
\\
~
05
\\
- \\
% 50 00 9y (°C) 150

198

180

20
0,3
0,8
1,0
150

oxX P P < <
(o]

=l
[}

E/W



Kennwerte: bei 8K = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Drain-Source-Durchbruchspannung

bei UGS =0, ID = 100 pA: U(BR) DS S
Drain-Source~Reststrom

bei UGS =0, UDS = 120 V: IDS v
Gate-Source-Reststrom

bei UDS =0, UGs = 20 V: IGS s
Gate-Source-Spannung

fiir ID = 100 pA bei UDS = UGS: U(P) Gs
DurchlaBwiderstand

bei UGS =3V, ID = 15 mA: DS ein

bei UGs =10 V, ID = 400 mA: TDS ein
Vorwidrtssteilheit

bei Upe = 15V, I, = 400 mA, £ = 1 kHzs ly21s|
Eingangskapazitidt

bei UDS =10 V, UGS =0, f =1 MHz: Clls
Ausgangskapazitit

bei UDS =10 V, UGS =0, £f =1 MHz: 0228
Riickwirkungskapazitit .

bei UDS = 10 V, UGS =0, f =1 MHz: C12s
Schaltzeiten

bei UDS =50V, ID= 400 mA, UGS'= 0/10V: tein

aus

Ubot Eing
(Tgs
10v ‘ I
' Aus
0 (1,

500

ang

ang

BST 76 A

2 180 v
é 10 pA
g 100 nA
= 0,5...2,7 V
= 17(310) @
= 6
= 250 mS
= 50 pF
= 20 pF
= 6 pF
é 10 ns
g 15 ns
10%

_’l t'xs\us -~

7288775

5.84

199



BST 76 A

7.
181575
0S ein
() =ty
o Il 5V
7 oV
4
A
5
% 100 1000 Iy (mA)

200



BST 78

SILIZIUM ~ N-KANAL - VERTIKAL - D-MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fiir schnelle Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff
mit metallischer

Montagefléche, —» 28 le—78 max —»!
JEDEC T0-126 ra [~ ’

SB

Der Drain-AnschluB ist
mit der metallischen
Montagefléche leitend
verbunden.

MaBangaben in mm.

(] !

max

3 -
58

1=
[
i

o

.

229 L—VX'IZOMS.Z

Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDs = max. 450
Gate~Source-Spannung UCS o = max. 20
Drainstrom ‘ . ID Ay = max. 0,75
Gesamtverlustleistung bei 96 =75°C Ptot = max. 15
Kanaltemperatur SK = max. 150
DurchlaBwiderstand

bei UGs =10V, ID = 500 mA ThS ein 15
Vorwdrtssteilheit

bei Upo = 20 V, I, =250 mA, f =1 kifz ly218| = 400

< <

° =

mS

384 VAIVD



BST 78

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung:
Gate-Source-Spannung bei ID = 0:
Drainstrom, Mittelwert:

Drainstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei &G é 75%C:
Kanaltemperaturs:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Montageflédche:

zwischen Kanal und Umgebung:

1) nichtperiodischer Spitzenwert (tp

(=~

[~]
=

p < o oo oH k-
wn n ®

$ 50 ps) max. 525 V

20

Protmax

(W)

15

w1

50

5.83
202

34 (°C) 150

max,.

= maXe

= maXxo

= maXo

max.

max.

= min.

max.

450
20

0,75

1,5
15
150

150

5,0
100

oX P b < <

(o]

=4
[}

K/W
K/W



Kennwerte: bei eK = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Drain-Source~-Durchbrychspannung
bei UGs = 0, ID = 100 pA:
Drain-Source-Reststrom

bei UGS = 0, UDS = 350 V:
Gate~Source-Reststrom

bei UDs = 0, UGS = 20 V:

Gate-Source-Spannung

fiir ID = 1 mA bei UDS = UGS{
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10 vV, ID = 100 mA:
bei UGS =10 V, ID = 500 mA:
Vorwdrtssteilheit
boi Ups = 20 Vv, ID = 250 mA, f = 1 kHz:
Eingangskapazitdt
bei UDs =10 V, UGS =0, f =1 MHz:
Ausgangskapazitidt
bei UDs =10 Vv, UGS =0, f =1 MHz:
Riickwirkungskapazitit
bei UDS =10V, UGs =0, f =1 MHz:
Schaltzeiten
bei Upo =200V, I =100 ma, Usg =0 /10V:
Ubor Eingang
(Ugg)
10v ‘b
Ausgang
oﬂ (ID)

502

U(Br) ps s =

IDS S

GS S
U(P) GS

DS ein

DS ein
|y21s]

11s
22s

12s

ein

aus

A

A

[}

fIA WA

BST 78

450 v
25 pA
100 nA

2,0...4,0 V

10 (£14) @
15 Q
400 mS

75 (= 100) pF
25 (= 35) pF

3($5) pF

10 ns
100 ns

10%

aus
7288775

203



BST 78

X 2301
405 78°c f

DS ein

N

()

30 U

20

10 pe—————

10 100 1000 Ip (mA)



